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【はじめに】-FeSi2はバンドギャップ 0.85eVを有する直接遷移半導体であり[1]、赤外域における吸収係

数が高いため(


cm
-1

)ため [2]、タンデム型太陽電池のボトムセルとしての応用が期待できる。特に、

BaSi2と-FeSi2の組み合わせでは理論上 40%近い効率を得ることができる。しかし、-FeSi2は現状とし

てキャリア密度が高いため十分な空乏層幅が形成されないという課題があるが [3]、キャリア密度の高い

原因が分かっていない。そこで、本研究では-FeSi2の抵抗率から活性化エネルギーを求め、熱処理依存

性を調べることによりキャリアの発生源について考察する。 

【実験方法】n-Si(100)上に熱酸化膜が形成された基板を洗浄後、膜厚 50nmのW 電極を堆積した。その

後、膜厚 80nmの FeSi2膜をスパッタにより堆積し、F.G. (H2 : 3%, N2 : 97%)雰囲気で、熱処理温度を変化させ

てRTA (Rapid Thermal Anneal)によりシリサイド化を行った。これらの試料の抵抗率をTLM (Transmission Line 

Model) 法により測定した。 

【実験結果】Fig.1に 800 
o
C, 825 

o
Cでアニールを行った 2種類の試料の抵抗率温度依存性を示す。アレニ

ウスプロットにより Ea1=86 meV, Ea2=27 meV の活性化エネルギーを抽出した。Fig.2 には 800 
o
Cでアニール

した試料を1とした時に、Fig1.の切片から計算したアクセプタ量の変化を示す。ただし、ここでは移動度を

一定とみなしている。25 
o
C のアニール温度の差で大きな減少がみられたことから、Ea1, Ea2の準位は Fe

と Siの組成比のずれではなく、結晶欠陥に起因するものと示唆される。 
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